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1. INFORMACJA O OSIAGNIECIACH NAUKOWYCH
ALBO ARTYSTYCZNYCH, O KTORYCH MOWA W
ART. 219 UST. 1. PKT 2 USTAWY

1.1. Cykl powiagzanych tematycznie artykuléw naukowych, zgodnie z
art. 219 ust. 1. pkt 2b Ustawy

[1] Tomasz Szymanski, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Kornelia Indykiewicz i Re-
gina Paszkiewicz, ,,Correlation of selected problems during GaN MOVPE epitaxy on Si
substrates with in—situ interferometer observation”, Journal of FElectrical Engineering,
t. 65, nr 5, s. 294-298, 2014, IF: 0,378; Punktacja MNiSW 2013-2018: 15, Punk-
tacja MINiSW 2019-2021: 40. DOI: 10.2478/jee-2014-0047.

[2] Mateusz Wosko, ,,Optimisation of LT-GaN nucleation layer growth conditions for the
improvement of electrical and optical parameters of GaN layers”, Optica Applicata, t. 49,
nr 1, s. 167-176, 2019, IF 2019: 0,673; Punktacja MNiSW 2019-2021: 40. DOTI:
10.5277/0a190115.

[3] Tomasz Szymanski, Mateusz Wosko, Marek Wzorek, Bogdan Paszkiewicz i Regina
Paszkiewicz, ,,Origin of surface defects and influence of an: In situ deposited SiN nano-
mask on the properties of strained AlGaN/GaN heterostructures grown on Si(111) using
metal-organic vapour phase epitaxy”, CrystEngComm, t. 18, nr 45, 2016, IF: 3,474;
Punktacja MNiSW 2013-2018: 35. DOI: 10.1039/c6ce01804a.

[4] Tomasz Szymarnski, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz i Milan
Drzik, ,,Stress engineering in GaN structures grown on Si(111) substrates by SiN masking
layer application”, Journal of Vacuum Science € Technology A: Vacuum, Surfaces, and
Films, t. 33, nr 4, s. 041 506, 2015, IF: 1,724; Punktacja MNiSW 2013-2018: 30,
Punktacja MNiSW 2019-2021: 70. por: 10.1116/1.4921581.

[5] Tomasz Szymarnski, Mateusz Wosko, Bartlomiej Paszkiewicz, Bogdan Paszkiewicz,
Regina Paszkiewicz i Iwona Sankowska, , Growth and coalescence control of inclined
c-axis polar and semipolar GaN multilayer structures grown on Si(111), Si(112), and
Si(115) by metalorganic vapor phase epitaxy”, Journal of Vacuum Science & Technology
A: Vacuum, Surfaces, and Films, t. 34, nr 5, s. 051504, 2016, IF: 1,374; Punktacja
MNiSW 2013-2018: 30, Punktacja MNiSW 2019-2021: 70. po1: 10.1116/1.
4958805.

[6] Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymariski i Regina Paszkiewicz, ,,Com-

parison of electrical, optical and structural properties of epitaxially grown HEMT’s type
AlGaN/AIN/GaN heterostructures on Al,O3, Si and SiC substrates”, Superlattices and
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17l

8]

19]

[10]

[11]

[12]

[13]

Microstructures, t. 100, s. 619-626, 2016, IF: 2,123; Punktacja MNiSW 2013-2018:
25, Punktacja MNiSW 2019-2021: 70. DOI: 10.1016/j.spmi.2016.10.017.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz i Regina Paszkiewicz, ,,AlGaN/GaN Hetero-
structures Electrical Performance by Altering GaN/Sapphire Buffers Growth Pressure
and Low-Temperature GaN Interlayers Application”, Crystal Research and Technology,
t. 56, nr 12, 2021, IF 2020: 1,639; Punktacja MNiSW 2019-2021: 40. por: 10.
1002/crat.202100090.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymanski i Regina Paszkiewicz, ,,Opti-
mization of AlGaN/GaN/Si(111) buffer growth conditions for nitride based HEMTs on
silicon substrates”, Journal of Crystal Growth, t. 414, s. 248-253, 2015, IF: 1,462;
Punktacja MNiSW 2013-2018: 30, Punktacja MNiSW 2019-2021: 70. DOI:
10.1016/j . jerysgro.2014.10.048.

Tomasz Szymarnski, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Jarostaw Serafiniczuk, Milan
Drzik i Regina Paszkiewicz, ,,Stress control by micropits density variation in strained Al-
GaN/GaN/SiN/AIN/Si(111) heterostructures”, Crystal Research and Technology, t. 51,
nr 3, s. 225-230, 2016, IF: 1,000; Punktacja MINiSW 2013-2018: 20, Punktacja
MNIiSW 2019-2021: 40. DOI: 10.1002/crat.201500276.

Mateusz Wosko, Tomasz Szymariski, Bogdan Paszkiewicz, Piotr Pokryszka i Regina
Paszkiewicz, ,MOVPE growth conditions optimization for AlGaN/GaN/Si heterostruc-
tures with SiN and LT-AIN interlayers designed for HEMT applications”, Journal of
Materials Science: Materials in FElectronics, t. 30, nr 4, s. 4111-4116, 2019, IF 2019:
2,20; Punktacja MINiSW 2019-2021: 70. DOI: 10.1007/s10854-019-00702-9.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz i Marek Ttaczala, ,, Influence
of AIN spacer on the properties of AlGaN/AIN/GaN heterostructures”, Optica Applicata,
t.43,nr 1, s. 61-66, 2013, IF: 0,643; Punktacja MNiSW 2013-2018: 15, Punktacja
MNiSW 2019-2021: 40. DOI: 10.5277/0a130108.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz i Marek Tlaczala, , Influ-
ence of growth process scheme on the properties of AlGaN/AIN/GaN heterostructures”,
Physica Status Solidi (C) Current Topics in Solid State Physics, t. 10, nr 3, s. 306—
310, 2013, IF: 0,810; Punktacja MNiSW 2013-2018: 15; Punktacja MNiSW
2019-2021: 40. DOI: 10.1002/pssc.201200708.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Andrej Vincze, Tomasz Szymarnski i Regina
Paszkiewicz, ,,GaN/AIN superlattice high electron mobility transistor heterostructures
on GaN/Si(111)”, Physica Status Solidi (B) Basic Research, t. 252, nr 5, s. 1195-1200,
2015, IF: 1,522; Punktacja MNiSW 2013-2018: 20, Punktacja MNiSW 2019-
2021: 70. DOI: 10.1002/pssb.201451596.
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[14] Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Andrzej Stafiniak, Joanna Prazmowska-Czajka,
Andrej Vincze, Kornelia Indykiewicz, Michal Stepniak, Bartosz Kaczmarczyk i Re-
gina Paszkiewicz, ,Metalorganic vapour-phase epitaxy of AlGaN/GaN heterostructures
on chlorine plasma etched GaN templates without buried conductive layer”, Materials
Science in Semiconductor Processing, t. 107, s. 104816, 2020, IF 2019: 3,085; Punk-
tacja MINiSW 2019-2021: 70. DOI: 10.1016/j .mssp.2019.104816.

[15] Michal Stepniak, Mateusz Wosko, Joanna Prazmowska-Czajka, Andrzej Stafiniak, Da-
riusz Przybylski i Regina Paszkiewicz, ,,Growth uniformity in selective area epitaxy of
AlGaN/GaN heterostructures for the application in semiconductor devices”, Electronics
(Switzerland), t. 9, s. 1-15, 2020, IF 2019: 2,412; Punktacja MNiSW 2019-2021:
100. DOI: 10.3390/electronics9122129.

2. INFORMACJA O AKTYWNOSCI NAUKOWEJ

2.1. Wykaz opublikowanych rozdzialé6w w monografiach naukowych

2.1.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Tomasz Szymarnski, Adam Szyszka i Mateusz Wosko, ,, Wykorzystanie profilometru
optycznego w celu badania naprezeni wystepujacych w heterostrukturach AlGaN/GaN
osadzanych metoda MOVPE na podtozach krzemowych do zastosowan w tranzystorach
typu HEMT”, Badania i Rozw6j Mtodych Naukowcow w Polsce - monografie, Jedrzej
Nyckowiak i Jacek Lesny, red., s. 92-97, 2015.

2. Wojciech Macherzynski, Bogdan Paszkiewicz, Andrzej P. Stafiniak i Mateusz Wosko,
»Microstructure of the Ti/Al ohmic contacts to the AlGaN/GaN heterostructure”, Mo-
nographs of Tele Radio Research Institute, Elzbieta Czerwosz, red., s. 93-99, 2014.

3. Jan Szmidt, Mariusz Sochacki, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Mateusz Wosko,
Beata Sciana, Ryszard Korbutowicz i Marek Tlaczala, ,, Zaawansowane technologie i struk-

tury potprzewodnikowe”, pod Wtodzimierza Janke, red., s. 11-65, 2011.

2.1.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora
brak
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2.2. Wykaz opublikowanych artykuléw w czasopismach naukowych

(niewymienionych w pkt 1.1).
2.2.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Adam Szyszka, Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,,Light-assisted scanning probe
microscopy characterization of the electrical properties of AlGaN/GaN/Si heterostruc-
tures”, Applied Surface Science, t. 538, s. 1-12, 2021, IF: 6,182; Punktacja MNiSW
2019-2021: 140; DOI: 10.1016/j.apsusc.2020.148189.

2. Mateusz Glinkowski, Bogdan Paszkiewicz, Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,, The
origin and influence of compensatory current in AlGaN/GaN type high electron mobility
transistor heterostructures with two conducting channels on the Hall measurements”,
Physica Status Solidi. A, Applications and Materials Science, t. 217, nr 9, s. 1-6, 2020,
IF: 1,659; Punktacja MNiSW 2019-2021: 70; DOI: 10.1002/pssa.201900661.

3. Adam Szyszka, Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,,Badanie elektrycznych wtasci-
wosci powierzchni heterostruktur AlGaN/GaN/Si technikami mikroskopii ze skanujaca
sondg i oswietleniem”, Przeglgd FElektrotechniczny, t. 95, nr 9, s. 157-160, 2019, Punkta-
cja MNiSW 2019-2021: 20; por: 10.15199/48.2019.09.33.

4. Piotr Pokryszka, Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,,Pomiary in-situ jednorodnosci
temperatury i ex-situ grubosci osadzonej warstwy w systemie epitaksjalnym AIXTRON
CCS 3x2", Przeglgd Elektrotechniczny, t. 95, nr 10, s. 173-176, 2019, Punktacja MNiSW
2019-2021: 20; pOI: 10.15199/48.2019.10.40.

5. Adam Szyszka, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz i Regina Paszkiewicz, , Surface
electrical characterization of defect related inhomogeneities of AlGaN/GaN/Si hetero-
structures using scanning capacitance microscopy”, Materials Science in Semiconductor
Processing, t. 94, s. 57-63, 2019, IF: 3,085; Punktacja MNiSW 2019-2021: 70; DOI:
10.1016/j .mssp.2019.01.043.

6. Adam Szyszka, Tomasz Szymanski, Marek Tlaczata, Mateusz Wosko i Regina Pasz-
kiewicz, ,,Badanie elektrycznych wtasciwosci powierzchni heterostruktur AlGaN/GaN/Si
technika skaningowej mikroskopii pojemnosciowej”, Przeglgd Elektrotechniczny, t. 93, nr 8,
s. 5860, 2017, Punktacja MNiSW 2013-2018: 14; DOI: 10.15199/48.2017.08. 15.

7. Adam Szyszka, Michal Obtak, Tomasz Szymanski, Mateusz Woséko, Wojciech Dawidow-
ski i Regina Paszkiewicz, ,,Scanning capacitance microscopy characterization of AIIIBV
epitaxial layers”, Materials Science-Poland, t. 34, nr 4, s. 845-850, 2016, IF: 0,610;
Punktacja MNiSW 2013-2018: 15; DOI: 10.1515/msp-2016-0104.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Adam Szyszka, Mateusz Wosko, Tomasz Szymanski i Regina Paszkiewicz, ,,Surface
topography analysis with application of roughness area dependence method”, Ultramicro-
scopy, t. 170, s. 77-85, 2016, IF: 2,843; Punktacja MNiSW 2013-2018: 50; DOI:
10.1016/j.ultramic.2016.07.017.

Marta Gtladysiewicz-Kudrawiec, Lukasz K. Janicki, Robert Kudrawiec, Jan Misiewicz,
Mateusz Wosko, Regina Paszkiewicz, Bogdan Paszkiewicz i Marek Ttaczala, ,,Position
of fermi level on Aly,GaggN surface and distribution of electric field in Aly2GaggN hete-
rostructures without and with AIN layer”, Journal of Applied Physics, t. 115, nr 13, s. 1-6,
2014, IF: 2,183; Punktacja MNiSW 2013-2018: 35; DOI: 10.1063/1.4870442.

Adam Szyszka, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz i Marek Ttaczala, ,,Evaluation
of AlGaN/GaN heterostructures properties by QMSA and AFM techniques”’, Materials
Science-Poland, t. 31, nr 4, s. 543-547, 2013, IF: 0,327; Punktacja MNiSW 2013-
2018: 15; DOI: 10.2478/s13536-013-0135-3.

Jacek 1. Gryglewicz, Andrzej P. Stafiniak, Mateusz Wosko, Joanna Prazmowska-Czajka
i Bogdan Paszkiewicz, ,, Influence of high Al fraction on reactive ion etching of AlGaN/GaN
heterostructures”, Optica Applicata, t. 43, nr 1, s. 27-33, 2013, IF: 0,643; Punktacja
MNiSW 2013-2018: 15; poI: 10.5277/0a130103.

Bogdan Paszkiewicz, Mateusz Wosko, Regina Paszkiewicz i Marek Ttaczala, ,,Nonde-
structive method for evaluation of electrical parameters of AlGaN/GaN HEMT hetero-
structures”, Physica Status Solidi. C, Current Topics in Solid State Physics, t. 10, nr 3,
s. 490493, 2013, IF: 0,810; Punktacja MNiSW 2013-2018: 15; pol: 10.1002/
pssc.201200709.

Bogdan Paszkiewicz, Mateusz Wosko, Wojciech Macherzynski, Regina Paszkiewicz i
Marek Ttaczata, ,,Czujnik wodoru AlGaN/GaN FAT-HEMT”, Elektronika (Warszawa,),
t. 53, nr 2, s. 5860, 2012, Punktacja MNiSW 2012: 6.

Adam Szyszka, Wojciech Macherzyriski, Joanna Prazmowska-Czajka, Mateusz Wosko,
Andrzej P. Stafiniak, Jacek I. Gryglewicz, Maria L. Ramigczek-Krasowska, Bogdan Pasz-
kiewicz, Bogdan Jankowski, Beata Sciana, Regina Paszkiewicz i Marek Tlaczala, , Wy-
korzystanie zaawansowanych trybéw mikroskopii sit atomowych w badaniach struktur i
przyrzadow potprzewodnikowych”, Elektronika (Warszawa), t. 53, nr 2, s. 55-58, 2012,
Punktacja MNiSW 2012: 6.

Jacek 1. Gryglewicz, Waldemar Oleszkiewicz, Mateusz Wosko, Adam Szyszka i Bog-
dan Paszkiewicz, ,Reaktywne trawienie jonowe heterostruktur AlGaN/GaN w plazmie
C12/BCI3", Elektronika (Warszawa), t. 52, nr 11, s. 19-21, 2011, Punktacja MNiSW
2012: 6.
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16. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Karol L. Tarnowski, Beata Sciana, Damian Ra-
dziewicz, Wlodzimierz Salejda, Regina Paszkiewicz i Marek Ttaczata, ,Reverse engine-
ering of Al,Ga; As/GaAs structures composition by reflectance spectroscopy”, Opto-
Electronics Review, t. 19, nr 4, s. 418-424, 2011, IF: 0,966; Punktacja MINiSW 2012:
25. DOIL: 10.2478/s11772-011-0038-y.

2.2.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Damian Radziewicz, Beata Sciana, Regina Pasz-
kiewicz, Marek Ttaczala, Jaroslav Kova¢ i Andrej Vincze, ,New method of MOVPE
process design for the growth of FGM AlGaAs/GaAs photodetectors”, Optica Applicata,
t. 39, nr 4, s. 739-747, 2009, IF: 0,358; Punktacja MINiSW 2010: 13.

2. Joanna Prazmowska-Czajka, Ryszard Korbutowicz, Mateusz Wosko, Regina Paszkie-
wicz, Jaroslav Kova¢, Rudolf Srnanek i Marek Ttaczata, Influence of AIN buffer layer
deposition temperature n properties of GaN HVPE layers”, Acta Physica Polonica A,
t. 116, S-123-S-125, 2009, IF: 0,433; Punktacja MINiSW 2010: 13.

3. Wojciech Macherzytiski, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Beata Sciana, Regina
Paszkiewicz i Marek Ttaczata, ,,Fabrication of ohmic contact based on platinum to p-type
compositionally graded AlGaAs layers”, Journal of Physics. Conference Series, t. 146,
s. 1-6, 2009, Web of Science CC (ref.konf.): TAK; Punktacja MNiSW 2010: 10.
DOI: 10.1088/1742-6596/146/1/012034.

4. Joanna Prazmowska-Czajka, Ryszard Korbutowicz, Adam Szyszka, Mateusz Wosko,
Jarostaw Serafinczuk, Regina Paszkiewicz, Artur Podhorodecki, Jan Misiewicz, Jaro-
slav Kovaé, Rudolf Srnanek i Marek Ttaczala, ,Properties of GaN layers deposited on
AIN /sapphire template substrates”, Journal of Physics. Conference Series, t. 146, s. 1-6,
2009, Web of Science CC (ref.konf.): TAK; Punktacja MNiSW 2010: 10. DOIL:
10.1088/1742-6596/146/1/012011.

5. Regina Paszkiewicz, Bogdan Paszkiewicz, Mateusz Wosko, Adam Szyszka, Lech Marci-
niak, Joanna Prazmowska-Czajka, Wojciech Macherzyriski, Jarostaw Serafinczuk, Janusz
Koztowski, Marek Ttaczala, Jaroslav Kovac, Ivan Novotny, J. Skriniarova i Daniel Hasko,
,Properties of MOVPE GaN grown on ZnO deposited on Si(001) and Si(111) substrates”,
Journal of Crystal Growth, t. 310, nr 23, s. 48914895, 2008, IF: 1,757; Punktacja
MNiSW 2010: 27. DOI: 10.1016/j. jcrysgro.2008.08.017.

6. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Adam Szyszka, Wojciech Macherzyriski, Damian
Radziewicz, Beata Sciana, Regina Paszkiewicz, Marek Tlaczala, Grzegorz Sek, Przemy-
staw Poloczek, Marcin Motyka i Jan Misiewicz, ,,A(III)B(V) detectors with graded active
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10.

11.

12.

13.

14.

region”, Materials Science-Poland, t. 26, nr 1, s. 87-94, 2008, IF: 0,368; Punktacja
MNiSW 2010: 20.
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zmiang sktadu”, w VIII International Electronic and Telecommunications Conference
of Students and Young Scientific. SECON 2007 [Dokument elektroniczny/, Warsaw-
Bemowo, 7-8 November 2007, 2007.

Regina Paszkiewicz, Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Marek Ttaczala, Artur Pod-
horodecki, Grzegorz Sek, Jan Misiewicz, Andrzej Olszyna, Krzysztof Biesiada i Kinga
Kosiewicz, ,,Nitrides layer growth on nanocrystalline powder substrates”, w 12th Euro-
pean Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy. EW-MOVPE XII. [Extended
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10.

11.

abstracts|. Institute of Electrical Engineering Slovak Academy of Sciences Bratislava,
Bratislava, June 3-6, 2007, 2007, s. 293-296.

Damian Radziewicz, Beata Sciana, Mateusz Wosko, Adam Szyszka, Regina Paszkie-
wicz, Bogdan Paszkiewicz i Marek Ttaczata, ,Technology and characterisation of Al-
GaAs/GaAs gradient heterostructures for photodetector applications”, w Proceedings of
the 13th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. APCOM
2007, Bystra, Slovak Republic, June 27-29, 2007, 2007, s. 199-203.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Piasecki, Joanna Prazmowska-Czajka,
Regina Paszkiewicz, Adam Szyszka, Wojciech Macherzynski i Marek Ttaczala, ,,Func-
tionally graded structures of AIII-BV(N) materials for detectors”, w Proceedings of 2006
International Students and Young Scientists Workshop Photonics and Microsystems Bri-
tish Council International Networking for Young Scientists Meeting Photonics, Opto-
electronics, Nanotechnology. International Optoelectronics Workshop, Wroctaw-Szklarska
Poreba, June 30 - July 2, 2006, 2006, s. 69-71.

Mateusz Wosko, ,,Porownanie fotodetektoréw z gradientowym i niegradientowym ob-
szarem czynnym”, w VII International Electronic and Telecommunications Conference of
Students and Young Scientific Workers. SECON 2006 [Dokument elektroniczny/, War-
saw, 8-9th November 2006, 2006.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Piasecki, Joanna Prazmowska-Czajka,
Regina Paszkiewicz i Marek Ttaczala, ,AIII-BV(N) photodetectors with functionally gra-
ded active area”, w Proceedings of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Fra-
mework Program [Dokument elektroniczny/, Wroctaw, 12-14 October 2006, 2006, s. 554—
557.

Joanna Prazmowska-Czajka, Regina Paszkiewicz, Ryszard Korbutowicz, Mateusz Wosko
i Marek Ttaczala, ,Solar cells conversion efficiency enhancement techniques”, w Proce-
edings of the Symposium on Photonics Technologies for 7th Framework Program [Doku-
ment elektroniczny/, Wroctaw, 12-14 October 2006, 2006, s. 450-453.

Joanna Prazmowska-Czajka, Ryszard Korbutowicz, Mateusz Wosko, Damian Pucicki,
Wojciech Macherzynski i Adam Szyszka, ,,Graded solar cells based on Al,Ga;  As/GaAs
material system”, w Proceedings of the 12th International Conference on Applied Physics
of Condensed Matter. APCOM 2006, Mala Lucivna, Slovak Republic, June 21-23, 2006,
2006, s. 335-338.

Adam Szyszka, Bogdan Paszkiewicz, Wojciech Macherzynski, Mateusz Wosko, Regina

Paszkiewicz, Marek Ttaczata, Pawel Czuba i Marek Szymonski, , The influence of the

18



Zaltacznik nr 4 (Wykaz osiagniec naukowych) Mateusz Wosko

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

grain structure of GaN layers on the performance of MSM detectors”, w Proceedings of
the 12th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. APCOM
2006, Mala Lucivna, Slovak Republic, June 21-23, 2006, 2006, s. 151-155.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Piasecki, Regina Paszkiewicz, Joanna
Prazmowska-Czajka, Adam Szyszka, Wojciech Macherzytiski i Marek Ttaczala, ,,Simula-
tion of AITII-BV(N) photodetectors with functionally graded materials area”, w Proceedings
of the 12th International Conference on Applied Physics of Condensed Matter. APCOM
2006, Mala Lucivna, Slovak Republic, June 21-23, 2006, 2006, s. 83—87.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Piasecki, Adam Szyszka, Regina Pasz-
kiewicz i Marek Ttaczala, ,,Application and modeling of functionally graded materials for
optoelectronic devices”, w Photonics and microsystems. Proceedings of 2005 Internatio-
nal Students and Young Scientists Workshop. International Optoelectronics Workshop,
Dresden, 7-8 July 2005, 2005, s. 87-89.

Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,,Growth methods of AIII-N materials on sili-
con substrates”, w Photonics and microsystems. Proceedings of 2004 International Stu-
dents and Young Scientists Workshop. International Optoelectronics Workshop, Wroctaw-
Szklarska Poreba, June 24-27, 2004, 2004, s. 67-69.

Mateusz Wosko, ,Metody osadzania materialéw AIII-N na podltozu krzemowym”, w
Cztowiek - cywilizacja - przysztosé. 11 Konferencja Naukowa Studentow. Referaty, Wro-
ctaw, 17-19 maja 2004. T. 2, 2004, s. 103-110.

Bogdan Paszkiewicz, Adam Szyszka, Regina Paszkiewicz, Mateusz Wosko i Marek Tta-
czata, ,AlGaN MSM characterisation by the light beam induced current technique”, w
The Fifth International Conference on Advanced Semiconductor Devices and Microsys-
tems. ASDAM 2004. Conference proceedings, Smolenice, Slovakia, October 17-21, 2004,
2004, s. 275-278.

Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,, Wtasciwosci i zastosowanie zwiazkow AIIIN”,
w V International Electronic and Telecommunication Conference of Students and Young
Scientific Workers. SECON ’2003. Conference proceedings [Dokument elektroniczny].
Faculty of Electronics of Military University of Technology. Polish Chapter of Armed
Forces Communications and Electronics Association, Association of Polish Electrical En-
gineering, Warsaw, 17-18 November 2003, 2003.

Mateusz Wosko i Regina Paszkiewicz, ,,Zastosowanie azotkow III grupy we wspolczesnej
elektronice”, w XXI wiek erq elektroniki i teleinformatyki [Dokument elektroniczny/ : 1
Krajowa Konferencja Naukowa Studentow i Mtodych Pracownikow Nauki, Koszalin, 23-2
pazZdziernika 2003, 2003.
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2.5.

2.5.1.

Informacja o wystapieniach na krajowych lub miedzynarodo-
wych konferencjach naukowych lub artystycznych, z wyszczegol-
nieniem przedstawionych wyktadéw na zaproszenie i wykladow

plenarnych.

Po uzyskaniu stopnia doktora

Wyktady zaproszone

1.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Joanna Prazmowska,Andrzej Stafiniak, Kornelia
Indykiewicz, Piotr Pokryszka, Regina Paszkiewicz, , Epitaksja zwigzkéw AIIIN w techno-
logii wspolczesnych przyrzadéw mikroelektronicznych”, IX Krajowa Konferencja Nano-
technologii - NANO2019, Wroctaw, 01-03.07.2019.

Mateusz Wosko, Tomasz Symarnski, Bogdan Paszkiewicz, Andrzej Stafiniak, Joanna
Prazmowska, Kornelia Indykiewicz, Regina Paszkiewicz, ,,AlGaN/GaN heterostructures
on Si substrates for devices application”, 13th Interregional Workshop on Advanced Na-
nomaterials — IWAN 2017, Poznan, 15-16.11.2017.

Wyktady plenarne

3.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, Andrzej Stafiniak, Joanna
Prazmowska, Kornelia Indykiewicz, Piotr Pokryszka, Regina Paszkiewicz, Different ap-
proaches in MOVPE growth of AlGaN/GaN heterostructures on Si substrates”, XIV Semi-

narium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska-Poreba, 18-20.04.2018.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymariski, Regina Paszkiewicz, ,,He-
teroepitaxy of HEMT’s type AlGaN/GaN structures on AlyO3, Si and SiC substrates”,
XIIT Seminarium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska-Poreba, 16-
18.08.2015.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Marek Ttaczalta, Influence
of AIN spacer on the properties of AlGaN/AIN/GaN heterostructures”, XII Seminarium
"Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska-Poreba, 09-12.05.2012.

Pozostate wystgpienia

6.

Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Andrzej Stafiniak, Joanna Prazmowska, Andrej
Vincze, Piotr Pokryszka, Regina Paszkiewicz, ,Selected aspects of AlGaN/GaN MOVPE
regrowth on chlorine plasma etched GaN templates”, The 18th European Workshop on
Metal-Organic Vapour Phase Epitaxy - XVIII EWMOVPE, Wilno - Litwa, 16-19.06.2019.
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7. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Andrzej Stafiniak, Joanna Prazmowska-Czajka,
Andrej Vincze, Piotr Pokryszka, Regina Paszkiewicz, ,Wybrane problemy wieloetapowej

i selektywnej epitaksji azotkow trzeciej grupy ukitadu okresowego osadzanych metoda
MOVPE”, 13th Conference ,Electron Technology” ELTE, Wroctaw, 04-06.09.2019.

8. Mateusz Wosko, Tomasz Szymaiiski, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, ,Elec-
trical properties and stress optimization of AlGaN/GaN/Si HEMT-type heterostructures
grown by MOVPE”, 19th International Conference on Metalorganic Vapor Phase Epitaxy
- ICMOVPE-XIX, Nara - Japonia, 03-08.06.2018.

9. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, Piotr Pokryszka, Regina
Paszkiewicz, ,AIN /GaN superlattices for enhancement of epitaxially grown AlGaN/GaN/Si(111)
HEMT’s structures performance”, Workshop on Compound Semiconductor Devices and
Integrated Circuits held in Europe - WOCSDICE 2017, Las Palmas de Gran Canaria -
Hiszpania, 21-24.05.2017.

10. Mateusz Wosko, ,Impact of the growth scheme on the parameters’ uniformity of Al-
GaN/AIN/GaN HEMT type heterostructures deposited by MOVPE technique”, 2016
E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Warszawa, 19-22.09.2016.

11. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, Regina Paszkiewicz, ,Impro-
vement of AlIGaN/GaN heterostructures electrical performance by altering GaN /sapphire
buffers growth pressure”, 16th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epi-
taxy - EWMOVPE XVI, Lund - Szwecja, 07-10.06.2015.

12. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, Regina Paszkiewicz, Ma-
rek Ttlaczala, ,Different buffer approaches for AlGaN/GaN heterostructures epitaxy on
Si(111) substrates”, Tenth International Conference on Advanced Semiconductor Devices
and Microsystems - ASDAM2014, Smolenice - Stowacja, 20-22.10.2014.

13. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, ,Growth
and characterization of (AlyGa;N/AIN)SLs/GaN/Si(111) heterostructures”, Internatio-
nal Workshop on Nitride Semiconductors - IWN2014, Wroctaw, 24-29.08.2014.

14. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Tomasz Szymarnski, Regina Paszkiewicz, Marek
Ttaczala, ,Growth of AlGaN/GaN/Si(111) HEMT’s for integration of high frequency
microelectronics on silicon platform”, 17th International Conference on Metal Organic
Vapor Phase Epitaxy - ICMOVPE-XVII, Losanna - Szwajcaria, 13-18.07.2014.

15. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Johan Ek Weis, Tomasz Szymanski, Regina Pasz-

kiewicz, Marek Tlaczala, ,Influence of nucleation conditions on the electrical properties
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of GaN buffer for microelectronics applications”, 17th International Conference on Metal
Organic Vapor Phase Epitaxy - ICMOVPE-XVII, Losanna - Szwajcaria, 13-18.07.2014.

16. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, Marek
Ttaczalta, ,,Optimisation of LT-GaN nucleation layer growth conditions for maximization
of GaN buffer parameters for microelectronics devices”, 17th International Conference on
Crystal Growth and Epitaxy - ICCGE-17, Warszawa, 11-16.08.2013.

17. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Tomasz Szymanski, Marek
Ttaczata, ,Growth of AlGaN/GaN heterostructures by MOVPE technique”, 9th Interre-
gional Workshop on Advanced Nanomaterials — IWAN, Praga - Czechy, 07-08.11.2013.

18. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Marek Ttaczata, ,MOVPE
growth of AlGaN/AIN/GaN heterostructures with compositionally graded AlGaN layer”,
15th European Workshop on Metalorganic Vapour Phase Epitaxy (EWMOVPE XV),
Aachen -Niemcy, 02-05.06.2013.

19. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Marek Ttaczala, ,Influence
of growth process scheme and parameters dispersion on the properties of AlGaN/GaN
heterostructures”, 4th International Symposium on Growth of III-Nitrides, Petersburg -
Rosja, 16-19.07.2012.

20. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Marek Ttaczata, ,Influence
of AIN spacer on the properties of AlGaN/AIN/GaN heterostructures”, XII Seminarium
"Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska-Poreba, 09-12.05.2012.

21. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Marek Ttaczata, ,MOVPE
growth of AlGaN/AIN/GaN heterostructures for transistor and sensor applications”, 8th
Interregional Workshop on Advanced Nanomaterials — IWAN, Frankfurt - Niemcy, 12-
13.11.2012.

22. Mateusz Wosko, Regina Paszkiewicz, Bogdan Paszkiewicz, Marek Tlaczala, ,AlGaN/GaN
heterostructures simulation by APSYS software”, 35th International Conference of IMAPS
- CPMT IEEE Poland, Gdansk-Sobieszewo, 21-24.09.2011.

23. Mateusz Wosko, ,Design, construction and technology of photodetectors with functio-
nally graded nanostructures”, 10th Electron Technology Conference - ELTE2010, Wro-
ctaw, 22-25.09.2010.

24. Mateusz Wosko, Regina Paszkiewicz, Bogdan Paszkiewicz, Marek Ttlaczala, ,Some
aspects of simulation of AlGaN/GaN heterostructure devices by APSYS software”, 5th
Wide Bandgap Materials Conference - progress in synthesis and applications, Zakopane,
28.06-02.07.2010.
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25. Mateusz Wosko, ,Design of the construction and technology of photodetectors with
functionally graded nanostructures”, The IX International Conference of Polish Crystal
Growth Soc. - ICPSCG-9, Gdarsk-Sobieszewo, 23-27.05.2010.

2.5.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

Wyktady plenarne

1. Mateusz Wosko, "New nano-crystalline powders for nitrides growth"3rd Workshop on
Hybrid Nanostructured Materials”, Praga — Czechy, 05.11.2007.

2. Mateusz Wosko, "Modelling of semiconductor structures with functionally graded ma-
terials", VI International Electronic and Telecommunication Conference of Students and
Young Scientific Workers SECON 2005 Warszawa, 08-09.11.2005.

3. Mateusz Wosko, Zastosowanie azotkow III grupy we wspolczesnej elektronice", I Kra-
jowa Konferencja Naukowa Studentéw i Mlodych Pracownikéw Nauki pt. "XXI Wiek
Era Elektroniki i Teleinformatyki", 2003.

Pozostate wystgpienia

4. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Damian Radziewicz, Beata Sciana, Regina Pasz-
kiewicz, Marek Ttaczala, Jaroslav Kovac, Adrei Vincze, "Wieloetapowa epitaksja ze
zwigzkoéw metaloorganicznych gradientowych struktur $wiattoczulych AlGaAs", XI Semi-

narium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska-Poreba, 19-22.05.20009.

5. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Damian Radziewicz, Beata Sciana, Adam Szyszka,
Wojciech Macherzynski, Regina Paszkiewicz, Marek Ttaczata, New method of MOVPE
process design for the growth of FGM AlGaAs/GaAs photodetectors”, 14th International
Conference of Metalorganic Vapor Phase Epitaxy, Metz — Francja, 01-06.06.2008.

6. Mateusz Wosko, "Properties of GaN Layers Grown on Nanocrystalline Powder Sub-
strates", International Students and Young Scientists Workshop "Photonics and Micro-
systems", Drezno — Niemcy, 08-10.07.2007;

7. Mateusz Wosko, Adam Szyszka, Bogdan Paszkiewicz, Regina Paszkiewicz, Jarostaw
Serafinczuk, Marek Ttaczala, Artur Podhorodecki, Grzegorz Sek, Jan Misiewicz, Andrzej
Olszyna, Krzysztof Biesiada, Kinga Kosciewicz New nanocrystalline powder substrates for
nitrides layer epitaxy", IX Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE 2007,
Krakow 04-07.09.2007.
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8. Mateusz Wosko, Bogdan Paszkiewicz, Adam Szyszka, Wojciech Macherzynski, Damian
Radziewicz, Beata Sciana, Regina Paszkiewicz, Marek Tlaczata, Grzegorz Sek, Przemy-
staw Poloczek, Marcin Motyka, Jan Misiewicz, "Influence of different emitter gradation
on photodetectors properties", IX Konferencja Naukowa Technologia Elektronowa ELTE
2007, Krakow 04-07.09.2007.

9. Mateusz Wosko, "Metody osadzania materiatow AIII-N na podlozu krzemowym", II
Konferencja Naukowa Studentow, Politechnika Wroctawska, Wroctaw, 17-19.05.2004.

2.6. Informacja o udziale w komitetach organizacyjnych i naukowych

konferencji krajowych lub miedzynarodowych.

2.6.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

XIIT Seminarium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska-Poreba, 16-19.09.2015,

cztonek komitetu organizacyjnego.

XIV Seminarium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe" | Szklarska-Poreba, 18-20.04.2018,

cztonek komitetu organizacyjnego.

2.6.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

1. Seminarium Beneficjentéw Programéw TECHNO i TECHNE 2004, zorganizowanego pod
patronatem Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Politechnika Wroctawska, Wroctaw, 27-

28.09.2004, cztonek komitetu organizacyjnego.

2. X Seminarium "Powierzchnia i Struktury Cienkowarstwowe", Szklarska Poreba, 17-21.05.2005,

cztonek komitetu organizacyjnego.

3. I Krajowa Konferencja Nanotechnologii, Politechnika Wroctawska, Wroctaw, 26 — 28.04.2007,

cztonek komitetu organizacyjnego.

2.7. Informacja o uczestnictwie w pracach zespoléw badawczych re-
alizujacych projekty finansowane w drodze konkurséw krajowych
lub zagranicznych.

2.7.1. Po uzyskaniu stopnia doktora
1. Projekt NCBR TECHMASTRATEG Nr 1/346922/4/NCBR /2017, ,etchnologie materia-

low potprzewodnikowych dla elektroniki duzych mocy i wysokich czestotliwosci” (PW,
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ITE, PWr, ITME, NanoCarbon), PWr: Zad. 2. ,Technologie i materialy do wytwa-
rzania wertykalnyh tranzystorow AlGaN/GaN HEMT (VHEMT)”, 1.12.2017-30.11.2020,

gtowny wykonawca.

Projekt NCN OPUS nr 2015/19/B/ST7/02494, ,Wptyw efektow piezotronicznych na dzia-
tanie przyrzadéw elektronicznych wytwarzanych w nanostrukturach AITIN”, 06.07.2016-
05.01.2020, gtéwny wykonawca.

Projekt NCBR Nr LIDER/027/533/L-5/13/NCBR/2014, ,Technologia struktur tran-
zystorowych AlGaN/GaN HEMT osadzonych na podtozach krzemowych”, 01.01.2015-
30.06.2018, kierownik projektu.

. Projekt NCBR PBS nr 178782, , Tranzystor mikrofalowy AlGaN/GaN HEMT na pasma

CiX7 01.11.2012-31.10.2015, gtéwny wykonawca.

Projekt NCN nr N N515 495740, ,Zbadanie mozliwosci zwiekszenia gestoéci pradu w
tranzystorach AlGaN/GaN HEMT”, 01.04.2011-31.03.2014, gléwny wykonawca.

Projekt kluczowy POIG.01.01.02-00-008/08, "Kwantowe nanostruktury przewodnikowe
do zastosowan w biologii i medycynie - rozw6j i komercjalizacja nowej generacji urza-
dzen diagnostyki molekularnej opartych o nowe polskie przyrzady potprzewodnikowe”,
01.05.2008-30.09.2013, gléwny wykonawca.

2.7.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

7.

10.

11.

Projekt promotorski MNiSzW nr 0535/B/T02/2008/35, ,,Opracowanie konstrukeji i tech-
nologii fotodetektoréw z zastosowaniem nanostruktur potprzewodnikéw AIIIBV o cigglej
zmianie sktadu”, 07.10.2008-28.11.2009, gtéwny wykonawca.

Projekt Zamawiany MNiSzW nr PBZ-MEiN-6/2/2006, ,Nowe technologie na bazie we-
glika krzemu i ich zastosowania w elektronice wielkich czestotliwosci, duzych mocy i wy-
sokich temperatur, zad. 24”7, 04.2007-03.2010, wykonawca.

Projekt Rozwojowy MNiSzW nr R02 018 02, ,,Opracowanie technologii i konstrukeji czuj-
nikow wodoru na bazie heterostruktur AIII-N/SiC, przeznaczonych do pracy w podwyz-
szonych temperaturach”, 02.2007-01.2010, wykonawca.

Projekt KBN PBZ-100/1/1/2004, ,Projektowanie i wytwarzanie funkcjonalnych materia-
tow gradientowych”, 11.2004-11.2007, wykonawca.

Projekt KBN nr 4T11B 061 24, ,Opracowanie technologii osadzania warstw azotku galu
na podtozach krzemowych technika MOVPE”, 03.2003-03.2005, wykonawca.
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2.8. C(Czlonkostwo w miedzynarodowych lub krajowych organizacjach
i towarzystwach naukowych wraz z informacja o pelnionych funk-
cjach.

2.8.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Rada Mtodych Centrum Materiatow Zaawansowanych i Nanotechnologii PWr., czlonek

rady.

2. Polskie Towarzystwo Prozniowe, cztonek towarzystwa.

2.8.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

3. Stowarzyszenie Naukowe Studentéw ,Optoelektronika i Mikrosystemy”, czlonek kota

naukowego.

4. Sekcja studencka IEEE na Politechnice Wroctawskiej, czlonek sekcji.

2.9. Informacja o odbytych stazach w instytucjach naukowych lub ar-
tystycznych, w tym zagranicznych, z podaniem miejsca, terminu,

czasu trwania stazu i jego charakteru.

2.9.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Uczestnictwo w wizytacjach i warsztatach naukowych:

1. 06.2007, Slovak University of Technology, Bratystawa, Stowacja (1 tydzien), konsultacje

naukowe, pomiary struktur epitaksjalnych metoda SIMS oraz spektroskopii Ramana.

2. 09.2007, Technische Universitat Dresden, Dresdner Sommerschule Mikroelektronik, Dre-
zno, Niemcy (1 tydzien), warsztaty z zakresu projektowania, wytwarzania i charaktery-

zacji zintegrowanych przyrzadéw poélprzewodnikowych wielkiej skali integracji.

3. 11.2007, Instituto de Energia Solar, Universidad Politécnica de Madrid, Madryt, Hiszpa-
nia (3 dni) konsultacje naukowe w zakresie wytwarzania i charakteryzacji wysokospraw-

nych ogniw fotowoltaicznych.

4. 11.2010, AIXTRON LTD., AIXTRON CCS3x2FT Operation and Maintenance Work-
shop, Swavesey, Wielka Brytania (1 tydzien), szkolenie w zakresie eksploatacji systemu
AIXTRON CSS FT 3x2” oraz projektowania proceséw epitaksjalnych.
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5. 06.2013, Slovak University of Technology Bratystawa, Stowacja (1 tydzien), konsulta-
cje naukowe, pomiary struktur epitaksjalnych metodg SIMS oraz spektroskopii Ramana,

przygotowanie wspolnej publikacji naukowe;j.
6. 06.2014, Slovak University of Technology, Bratystawa, Stowacja (1 tydzien), konsultacje

naukowe, pomiary struktur epitaksjalnych metoda SIMS.

2.10. Informacja o recenzowanych pracach naukowych lub artystycz-
nych, w szczegoblnosci publikowanych w czasopismach miedzy-

narodowych.

2.10.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Physica Status Solidi A - Aplications and materials science - recenzowane 3 artykuly.
2. Journal of Alloys and Compounds - recenzowane 3 artykuly.

3. Micromachines - recenzowane 3 artykuly.

4. Crystals - recenzowany 1 artykul.

5. Materials - recenzowany 1 artykut.

6. Electronics (MDPI) - recenzowane 2 artykuty.

7. Materials Science Poland - recenzowany 1 artykut.

8. Applied Surface Science - recenzowany 1 artykul.

9. Optica Applicata - recenzowany 1 artykul.

2.11. Informacja o uczestnictwie w programach europejskich lub in-

nych programach miedzynarodowych.

2.11.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Polsko-Stowackie Programy Wykonawcze w ramach Umowy miedzy Rzadem Rzeczypo-
spolitej Polskiej a Rzadem Republiki Stowackiej o wspotpracy naukowo — technicznej,

podpisanej w Warszawie dnia 18 listopada 2004 roku:

e SK-PL-0000-09 (2010-2011, “Processing and Characterisation of Advanced Semicon-

ductor Heterostructures and Nanostructures for Micro and Optoelectronic Devices”),
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2.

2.12.

e SK-PL-0005-12 (2013-2014, “Development of new technology processing and charac-

terization methods of advanced electronic and photonics structures and devices”),

e SK-PL-2015-2018 (2016-2017, “New electronics and photonics heterostructures and

devices based on AIII-BV semiconductors — technology and characterisation”,

Program NAWA w ramach wymiany bilateralnej naukowcéw pomiedzy Rzeczpospolita
Polska a Republika Stowacji Nr PPN/BIL/2018/1/00137/U /00001, “Key enabling tech-
nologies for advanced electronic and optoelectronic applications (KEYAPP)”, 2019-2020
(przedtuzony do 31.10.2021).

Informacja o udziale w zespotach badawczych, realizujacych

projekty inne niz okreSlone w pkt. 2.7

2.12.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

Programy stypendialne

1.

Program Stypendialny Mloda Kadra Plus dla mtodych doktoréow wspotfinansowany Przez
Unie Europejska w Ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, projekt p.t. Epitaksja
heterostruktur AIIIN do zastosowan w nowoczesnej elektronice duzych mocy i czestotli-
wosci — wplyw czynnikow technologicznych na powtarzalno$é proceséw i niezawodnosé

przyrzadow”, 01.10.2014 — 30.06.2015, stypendysta, wykonawca projektu.

. Program Stypendialny Mtoda Kadra Plus dla mtodych doktoréow wspoétfinansowany Przez

Unie Europejska w Ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, projekt p.t. ,Opra-
cowanie metod pomiaru wplywu temperatury grzanego sussceptora grafitowego na jed-
norodno$¢ warstw epitaksjalnych AlGaN/GaN w reaktorze MOVPE typu showerhead”,
01.10.2012 — 28.02.2013, stypendysta, wykonawca projektu.

Program Stypendialny Mloda Kadra Plus dla mtodych doktoréw wspotfinansowany Przez
Unie Europejska w Ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, projekt p.t. ,,Opraco-
wanie metod badania wpltywu parametréw wzrostu epitaksjalnego na rozrzut wtasciwosci
heterostruktur AlGaN /GaN w kontekscie podnoszenia uzysku produkeyjnego”, 01.04.2012
—30.09.2012, stypendysta, wykonawca projektu.

2.12.2. Przed uzyskaniem stopnia doktora

4.

Grant wewnetrzny promotorski, Politechnika Wroctawska, ,Opracowanie techniki osadza-
nia warstw AIII-N na nanopodltozach ceramicznych Al,Oz, SiC”, 2008, gtéwny wyko-

nawca.
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5. Projekt FNP MILAB 8/2004, ,Dokoriczenie uruchomienia Laboratorium Nanotechnologii
i Struktur Poétprzewodnikowych”, 6.2004 - 12.2005, wykonawca.

Programy stypendialne

6. Studencki Program Stypendialny dla Doktorantéw organizowanym przez Urzad Miejski
Wroctawia, 01.10.2007 - 30.06.2008, stypendysta.

7. Pierwszy Program stypendialny ZPORR dla doktorantéw Politechniki Wroctawskiej, 01.11.2005

- 30.09.2007, stypendysta.

2.13. Informacja o uczestnictwie w zespolach oceniajacych wnioski o
finansowanie badan, wnioski o przyznanie nagréd naukowych,
wnioski w innych konkursach majacych charakter naukowy lub

dydaktyczny.
2.13.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Uczestnictwo w zespole oceniajacym wnioski o przyznanie finansowania badan w progra-
mie ,,Grant Plus” realizowanego przez Wydzial Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego Wo-
jewodztwa Dolnoslaskiego w latach 2012 - 2015. Projekt ukierunkowany byt na wsparcie
doktorantow ksztatcacych sie na kierunkach matematyczno — przyrodniczych i technolo-
gicznych, realizujacych badania ktore przyczynia sie do transferu i rozwoju technologii, a

takze podniesienia konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki Dolnego Slaska.

2. Uczestnictwo w zespole oceniajacym wnioski o przyznanie finansowania badan w progra-
mie ,,Przedsiebiorczy doktorant - inwestycja w innowacyjny rozwoj regionu” realizowanego
przez Wydzial Gospodarki Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Dolnoslaskiego w la-
tach 2010 - 2013. Projekt ukierunkowany byl na wsparcie doktorantéow wspotpracujacych

z przedsiebiorcami w sektorach kluczowych dla Dolnego Slaska.

3. INFORMACJA O WSPOLPRACY Z OTOCZENIEM
SPOLECZNYM I GOSPODARCZYM

3.1. Informacja o wspoélpracy z sektorem gospodarczym.

1. Wspolpraca z firmag ELMAT Sp.z 0.0. w opracowaniu koncepcji technologii oraz wniosku
projektowego dotyczacego fotodetektorow wytwarzanych z materiatéw organicznych na

podiozu krzemowym.

29



Zaltacznik nr 4 (Wykaz osiagniec naukowych) Mateusz Wosko

3.2. Uzyskane prawa wtasnosci przemyslowej, w tym uzyskane pa-
tenty, krajowe lub miedzynarodowe.
1. Zgtoszenie patentowe nr P 433833 z dn. 8.05.2020, Piotr Pokryszka, Mateusz Wosko,

Regina Paszkiewicz, ,,.Sposob i urzadzenie do pomiaru wlasciwosci fizycznych warstw pot-

przewodnikowych”.

3.3. Informacja o udziale w zespotach eksperckich lub konkursowych.

3.3.1. Po uzyskaniu stopnia doktora

1. Uczestnictwo w zespole oceniajacym wnioski o przyznanie finansowania badan w progra-
mie ,,Dolnoslaski Bon na Innowacjes” realizowanego przez Urzad Marszatkowski Woje-
wodztwa Dolnoslaskiego oraz Dolnoslaska Agencje Rozwoju Regionalnego S.A w latach
2017 - 2019. Celem projektu bylo wsparcie wspolpracy dolnoslaskich mikro, matych i
srednich Przedsi¢biorstw z jednostkami naukowymi w zakresie dotyczacym prowadzenia
prac B+R i wdrozen.

4. INFORMACJE NAUKOMETRYCZNE

4.1. Informacja o punktacji Impact Factor

Liczba prac z Sumaryczny

Impact Factor  Impact Factor

Po uzyskaniu stopnia doktora (od 2010r.) 24 45.563
Przed uzyskaniem stopnia doktora (do 2009r.) 10 6.630
Sumarycznie 34 52.193

4.2. Informacja o liczbie cytowan publikacji wnioskodawcy, z oddziel-

nym uwzglednieniem autocytowarn

4.2.1. Baza Web of Science

Stan na dzien 24.11.2021
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Liczba indeksowanych Liczba cytowani (bez
prac autocytowan)
Prace opublikowane po 31 130 (92)

uzyskaniu stopnia
doktora (od 2010r.)
Prace opublikowane 15 65 (56)
przed uzyskaniem stopnia
doktora (do 2009r.)

Sumarycznie 46 195 (148)

4.2.2. Baza Scopus

Stan na dzien 24.11.2021

Liczba indeksowanych Liczba cytowarni (bez
prac autocytowan)
Po uzyskaniu stopnia 33 195 (158)
doktora (od 2010r.)
Przed uzyskaniem stopnia 17 19 (8)
doktora (do 2009r.)
Sumarycznie 50 214 (166)

4.3. Informacja o posiadanym indeksie Hirscha

Stan na dzien 24.11.2021

Baza Wskaznik h Wskaznik h (bez
autocytowarn)
Web of Science 7 7
Scopus 8 8

4.4. Informacja o liczbie punktéow MNiSW

Stan na dzienn 24.11.2021
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Liczba prac Sumarycznliczba
punktowanych punktow
Po uzyskaniu stopnia 30 1141
doktora (od 2010r.)
Przed uzyskaniem stopnia 12 183
doktora (do 2009r.)
Sumarycznie 42 1324

(podpis wnioskodawcy)
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